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Um circuito eletronico moderno
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Relembrando as leis do MOSFET

Leis do Transistor (N)MOSFET
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Relembrando as leis do MOSFET
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Ja vimos: Exercicio 4 Revisitado: 0 que acontece se /,for 0V? E se for 5V?

Leis do Transistor FET (V,=1V)
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Ja vimos: Exercicio 4 Revisitado: 0 que acontece se /,for 0V? E se for 5V?

Leis do Transistor FET (V,=1V)
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Ja vimos: Exercicio 4 Revisitado: 0 que acontece se /,for 0V? E se for 5V?

Leis do Transistor FET (V,=1V)
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Ja vimos: Exercicio 4 Revisitado: 0 que acontece se /,for 0V? E se for 5V?
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Esenalei ®?
Um Circuito Amplificador
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constante!
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Um Circuito Amplificador com MOSFET
(se na lei ®, regido de saturacéo)
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Até onde a relagiio 1, x U € linear?
(mesma pergunta e um outro olhar)
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Modelos Equivalentes de Circuitos
Podemos representar i, =g, v, por um circuito equivalente!

UGS >‘/t

Ups > Ugs =V,

Sev,, <<2(Vgs = V,)

omodelo podeser linearizado!

ig =0 Grandes Sinais B i Pequenos Sinais

0 Ganho de Tensto

a D
5

_________ |

WE o, . i o
|

iy W i | EE Rp EE R .

. | _
: o el

o—”—o—l R, = 10 k) —_ - a

+ —

oo ’ W

A - = Gn =7 =k —.(Vogs = V})
v L

~ v, =-9,V.(R,//R
Ganho de Tensdo 2 = "GnVos(Rp [ /Ry)

Ay zg_dz_gm(RD //R))

8gs






